Kraftelektronik:

Berdkna:  Diodlikriktare enfas/trefas,
likspanningsomriktare, spanningars och
strommars tidsfunktioner.

Kunna: Grundprinciper, komponenter,

dvertoner, anvandningsomraden,
stromriktare, PWM.



Kraftelektronik

En ventil — en elektrisk komponent
som for en viss stromriktning kan vara
ledande, sparrande eller blockerande.
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Komponentval beror pa spanningsniva, frekvens, strom
(och forstas applikation!)
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» Like a thyristor but with turn-off capability

» High voltage and current ratings

» Very much used in FACTS devices for transmission-level VSC
» Forward voltage drop 50% higher than thyristor



MOSFET
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Figure 2-9 N-channel MOSFET: (a) symbal, (b) é~¢ characteristics. (c] idealired

charactenstics.

» Fast switching speed (hundreds of kHz).

» On-resistance increases rapidly with blocking voltage: not used for
high-power applications

» Easy to drive.

» MOSFETs are useful in low-voltage high-current applications: the
device of choice for blocking voltages less than 500 V.



IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)
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Figure 2-12  An ICBT: (a) symbol. (5) i~ charucteristics. (c)
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Becoming the device of choice in
500-1700 V applications, at
power levels of 1-1000 kW.

Easy to parallel, build modules.

Forward voltage drop: diode in
series with on-resistance (2-4 V),
lower than MOSFET, higher than
thyristor/GTO

Easy to drive

Slower than MOSFET, but faster
than GTO: typical switching
frequencies 3-30 kHz

Rapidly advancing technology
(6 kV valves are now available)
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Vi far rippel med 6*frekvensen i den likriktade strommen(60 grader)
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Figur 5.5 Faspotentialerna pad de tre faserna pd ett 400 V/50 Hz elndt samt potentialerna i

punkt a och b. Dessutom visas hur strommen gar i diodlikriktaren under olika

delar av perioden.




Glattningsinduktans

Induktansen ar en stromstyv komponent.
Strommen genom L kan e] andras
sprangvis.

di, (t) u(t)
d L

U =32y ~135.0






Glattningsinduktans

di, (t) u (1)
d L

Glattningskondensator
Kondensatorn ar spanningsstyv komponent.
Spanningen 6ver C kan ej andras sprangvis.

du_(t) 1_(t)
d C
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En likspdnningsomriktare skall anviindas for att driva en 2*100W audioforstirkare frin ett bilbatteri pa
12 V. For att forstérkaren skall kunna driva normala 8 Q hégtalare behdver den en matningsspanning pa
48 V. Modulationsperiodtiden ir 0,1 ms. I hela talet ir strommen till férstirkaren 1 A likstrom, pa 48 V-

sidan.

a) Rita upp en en-kvadrant LS-omriktare for denna uppgift. Omriktaren skall ha gldttning pa bade
batterisidan och lastsidan, sa att strémmarna och spinningarma in och ut kan vara likstrémmar och

likspdnningar.

b) Ange hur omriktarens transistor skall styras i stationirtillstind. (Nir ir transistorn &r pa eller av?)
¢) Hur ser spanningen 6ver induktansen i LS-omriktaren ut?

d) Hur ser strommen genom dioden ut och hur hég strém dras fran 12 V batteriet?

e) Hur ser spanningen dver dioden ut?

f) Hur ser strommen i LS-omriktarens kondensator ut?
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En fyrkvadrant LS-omriktare.
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Figur 5.24 Principen for hur en omriktare kan styras med en styrsignal som pdverkar hur

modulatorn styr transistorerna.
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Overtoner

Sinusformade strdmmar och spanningar som med en heltalsmultipel
av grundfrekvensen finns overlagrade pa grundtonen = leder till
deformation av sinuskurvan
Oftast udda - n=3 (150 Hz), 5 (250 Hz), 7, 9...

Orsakar bland annat: dkade forluster i maskiner, transformatorer,
kondensatorer, resonansproblem mellan natets induktiva och
kapacitiva delar, storningar i elektronik (tex relafunktioner), en
sammanlagrad returstrom i nolledaren...

Storsta kallan till 6vertoner: utrustningar med diod-
kondensatoringang (datorer, bildskarmar, skrivare), motorstyrning,
UPS...



Overtoner
Sinusformad strom , S0 Hz Sinusformad strom,

x|

150 Hz

X

-
fyrkantvag

http://web.comhem.se/~u85209111/toner/toner1.html



